rakteristika data je na Sl. 6.4.8b. Prenosna karakte-
ristika kola sa Sl. 6.4.8a ne prolazi kroz nulu, odnos-
no iako su tranzistori identi¢nih karakteristika, kada je
V,=0. Vi;=0. Da bi se ovo otklonilo potrebno je
obezbediti da ulazni napon ima 1 jednosmernu kom-
ponentu V,=Fgg2. Zato se simetri¢na sprega sa kom-
plementarnim parom pobudjuje preko pojacavaca sa
zajednickim kolektorom gde pad napona izmedju ko-
lektora 1 emitora obezbedjuje ovu jednosmernu kom-
ponentu. U Semi na Sl. 6.4.9. tranzistor Ts ima ovu
ulogu.

Postoji jo$ jedan problem vezan za prakticnu pri-
menu pojacavaca snage sa komplementarnim parom.
Ako je otpornost potrosaca R, suviSe mala struja,
kroz tranzistore postaje suvise velika. U incidentnom
slucaju kada bi se zajednicki emitori tranzistora krat-
ko spojili na masu u prisustvu pobude na ulazu, struja
kroz tranzistore Ty 1 T bi toliko porasla da bi ih
razorila. Ovaj problem se otklanja na taj nacin $to se
osnovnoj Semi dodaju dva nova tranzistora kao $to je
prikazano na Sl. 6.4.9.

U normalnim uslovima rada, kada otpornost potro-
Saca nije jednaka nuli, odnosno kada izlaz nije kratko
spojen na masu. tranzistori T3 1 T4 su zakoceni 1 ne
vode struju. To je obezbedjeno preko pada napona na
otpornicima Rg; 1 Rgz. Ove otpornosti su male, reda
stotina mQ. tako da je pad napona na njima nedo-

voljan da dovede tranzistore T3 1 T4 u provodno

stanje.
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SI. 6.4.10 Pojacavac snage sa komplementarnim
Darlington-ovim parom

U slucaju kratkog spoja na izlazu, struje kroz tran-
zistore Ty 1 T, pocinju da rastu. Zato u isto vreme ras-
te pad napona na otpornicima Rgj 1 Rg. Tranzistori
T3 1 T4 pocinju da provode struju. Zbog toga se struje

baza tranzistora T; 1 T, smanjuju 1 ogranicene su, bez
obzira Sto je 1zlaz u kratkom spoju.
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SI. 6.4.11 Simetricna sprega u klasi B ili AB sa
komplementarnim MOS tranzistorima

Otpornici Rg1 1 Rg2. zbog svoje male vrednosti

malo uticu na vrednost pojacanja komplementarnog
para u normalnim uslovima. Uz to oni 1 temperaturno
stabiliSu komplementarni par.

6.4.2 Simefricna sprega sa komplementarnim
Darlington-ovim

Proizvodnja komplementarnih NPN 1 PNP tran-
zistora velike snage predstavlja problem, ¢ak i u in-
tegrisanim kolima. Zato je jednostavnije da se
umesto tranzistora T u osnovnoj Semi na Sl. 6.4.8a
upotrebi komplementaran Darlington-ov par ekviva-
lentan PNP tranzistoru. Takvo reSenje je prikazano
na SI. 6.4.10. Oba tranzistora T7 1 T2 su NPN tipa,
namenjeni su pojacanju snage 1 identicnih su karakte-
ristika. Tranzistor Tz koji je PNP tipa je lakSe proiz-
vestl jer to nije tranzistor snage.

6.4.3 Simetricna sprega sa MOS tranzistorima
snage

Simetri¢na sprega sa komplementarnim MOS tran-
zistorima izvodi se potpuno analogno bipolarnim ko-
lima. ReSenje koje se Cesto Koristi u CMOS integri-
sanim kolima prikazano je na SI. 6.4.11. Izlazm

komplementarni par ¢ine tranzistori Ty 1 T;. Tranzis-

tort Ts 1 Tg svaki za sebe vezani su kao diode 1 omo-
gucavaju polarizaciju gejtova izlaznog stepena. Veli-
¢ina ukupnog pada napona na paru Ts-Tg zavisi od
struje koja protice kroz njih, a koja je odredjena izvo-
rom konstantne struje Tg odnosno referentnim napo-

nom V;. Tranzistor T3z je pobudni odnosno pojacavac-
ki tranzistor.

Ne treba mnogo dokazivati da 1 u ovom slucaju iz-
lazni tranzistori rade u sprezi sa zajednickim drejnom,
a prema potrebi bice u klasi AB ili klasi B.

Posto su oba MOSFET-a istog tipa provodnosti
pobudni naponi na njihovim gejtovima moraju biti



